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Low voltage operation of AlGaN homo tunnel junction deep UV LED 
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   Ⅲ族窒化物半導体を用いた深紫外線（DUV）LED は、殺菌など幅広い用途への応用が期待さ

れている。しかし、その発光効率は青色 LEDと比較すると低く、その改善が望まれている。市販

の DUV LED は p コンタクト層に GaN を用いているため、発光層から放出された光の大部分が

GaN で吸収され、高い効率が得られていない。光取り出し効率向上のために、GaN を用いない

AlGaNホモトンネル接合（TJ）DUV LEDが報告されているが、動作電圧が 14V～50Vと高かった

1, 2, 3）。今回、我々は TJ部の C濃度抑制、高 Siドーピングを行い、AlGaNホモ TJ DUV LEDを作

製した。LED構造はMOVPE法により、AlN (3 μm)、n- AlGaN (1.3 μm)、AlGaN多重量子井戸層、

電子ブロック層(EBL)、p-Al0.5Ga0.5N (50 nm)の順に成長させた。続けて、TJ LED は、TJ 層: p+-

Al0.5Ga0.5N (50 nm)、n+-Al0.6Ga0.4N (40 nm)、Top n- Al0.6Ga0.4N 

(300 nm) (Table 1 : 異なる成長条件で 4 試料作製)、比較のた

め PN接合 LEDは、EBL/p-Al0.5Ga0.5N上に p⁺GaN (20 nm)を

それぞれ成長させた。LED チップ面積と発光面積は、それぞ

れ 1.0 mm2、0.56 mm2であり、n電極は V/Al/Ti/Pt/Au、p電極

は IZO を堆積させた。作製した TJ LED の特性は、Po = 31.4 

mW、Vf = 10.4 V＠63 A/cm2, 波長 283 nm（Fig. 2）と、従来と

比べ低い動作電圧が得られた。Top n-AlGaN、n+-AlGaNの“キ

ャリア濃度が高くなったことによる TJ層の空乏層幅縮小”と、

n⁺-AlGaNでの“Ⅲ族空孔-Siの複合欠陥などの欠陥準位を伝導

すること”、がトンネリング確率を高め、低電圧駆動に寄与し

ていると考えられる。これらの詳細について、当日報告する。 
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Fig.2 Forward voltage - current density 

characteristics of PN and TJ structures. 

Table. 1 Summary of evaluated parameters 

for all samples. 

Sample 

n+-AlGaN Top n-AlGaN 

[Si] 

(cm-3) 

[C] 

(cm-3) 

[Si] 

(cm-3) 

[C] 

(cm-3) 

TJ 

#1 6.2×1019 1.8×1018 2.2×1019 3.0×1018 

#2 1.3×1020 1.8×1018 2.2×1019 3.0×1018 

#3 6.3×1019 6.5×1017 2.6×1019 3.1×1017 

#4 1.3×1020 6.5×1017 2.6×1019 3.1×1017 
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